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AnsprQche 



^ Verfahren zur Herstellung von Halbleiterdioden, ins- 
besondere Schottky-Dioden, mit mindestens einem pn-Uber- 
gang, wobei eine Vielzahl von Halbleiterdioden auf einer 
Halbleiterscheibe erzeugt wird, auf deren Unterseite 
eine als Kathodenanschlufi vorgesehene durchgehende metal- 
lische Schicht aufgebracht wird und auf deren Oberseite 
den einzelnen Halbleiterdioden entsprechende Anodenkon- 
takte aufgebracht werden, die jeweils durch eine Silizium- 
dioxidschicht voneinander isoliert und durch einen an- 
schlieBenden GalvanikprozeB verstarkt werden, wobei 
die Anode der Galvanisiervorrichtung in dem Elektrolyten 
in der Nahe der Anodenkontakte der Halbleiterscheibe 
angeordnet wird, dadurch gekennzeichnet, .daft' der Kathoden- 
anschluB (6) der Halbleiterscheibe (l) mit der Kathode (7) 
der Galvanisiervorrichtung verbunden wird, so dafi der 
Stroia in DurchlaiSrichtung durch die ' einzelnen pn-iibergSnge 
zu den zugehSrigen Anodenkontakten der Halbleiterscheibe 
(1) flieflt und sich dort die galvanische VerstSrkung (9) 
niederschlSgt. 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Anodenkontakte.(5) und der KathodenanschluB (6) 

• der Halbleiterscheibe (1) aus Aluminium und/oder Nickel 
bestehen. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadui'ch gekennzeichnet, da6 
die galvanische Verstarkung (9) aus Aluminium, Nickel, 
Kupfer Oder Silber besteht. 

a. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Halbleiterscheibe nach dem Galvanlkprozeft in 
die einzelnen Halbleiterdioden unterteilt wird. 
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Bei dem Betrieb von Halbleiterdioden bei hohem Stromen 
im Sperrbereich treten hohe Temperaturen im Halbleiter- 
kristall auf , die zu einer Zerstorung des Halbleiterbau- 
elementes fUhren kSnnen. Die Halbieiterdiode muB also 
so ausgebildet werden, daB Temperaturgradienten inner- 
halb der stromfUhrenden Kristallf iSchen des Halbleiter- 
korpers weitgehend vermieden werden. -Daher" muB auf den 
Halbleiterkristall eine Metallschicht mit guter Vfarme- 
leitfShigkeit und hinreichender Dicke aufgebracht werden. 

Hierzu ist bereits ein Verfahren nach der Gattung des 
Hauptanspruchs bekannt, von dem die Erfindung ausgeht. 
Bei dies em bekannten Verfahren mufi auf die Halbleiter- 
scheibe eine leitende Hilfsschicht aufgebracht werden, 
die die Anodenkontakte leitend miteinander verbindet. 
Diese Hilfsschicht wird anschlieBend mit einem Lack 
Oder mit Silanoxid an den Stellen abgedeckt, an denen 
kein Metall abgeschieden werden soli. Dieses Verfahren 
hat den Nachteil, daB diese zusStzlichen ProzeBschritte 
erforderlich sind und daB Schwierigkeiten bestehen, 
die Lacks Chi cht dicht zu bekommen. 

Vorteile der Erfindung . 

Das erfindungsgemSBe Verfahren mit den kennzeichnenden Merk- 
malendes Hauptanspruchs hat demgegenuber den Vorteil, daB 
es ermoglicht, die Anodenkontakte von Halbleiterdioden 
Salvanisch zu verstSrken, ohne daB die leitende Hilfs- 
schicht aufgebracht werden- muB. 
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Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung 
dargestellt und in der anschlieBenden Beschreibung naher 
erlautert. Die einzige Pigur zeigt einen Schriitt durch die 
erf indungsgemalie Schottky-Diode , wobei die elektrischen 
Anschliisse 'der Galvanisiervorrichtung angedeutet sind. 

Beschreibung der Erfindung 

In der Zeichnung ist eine Halbleiterscheibe 1 dargestellt ^ 
die eine Vielzahl von Schottky-Dioden tragt, Ein mit 
2 bezeichnetes Substrat weist an seiner Oberseite eine 
Epitaxieschicht 3 auf , Auf die gesamte Halbleiterscheibe 
wird eine Schicht 4 aus im Prozeii gewachsenem Siliziumdioxid 
aufgebracht. AnschlieBend wird aus der Schicht 4 eine Viel- 
zahl von Fenstern fiir die Anodenkontakte der Halbleiterdioden 
ausgeatzt. In den ausgeatzten Fenstern wird ein Metalli- 
sierungssystem 5 niedergeschlagen, das z.B. aus einer 
Schicht aus Aluminium und einer dunnen Nickels chicht 
bestehen kann und die Anodenkontakte der Halbleiterdioden 
bildet. Die Unterseite der • Halbleiterscheibe weist eine 
durchgehende metallische Schicht 6 auf, die wiederum aus 
Aluminium und/oder Nickel bestehen kann. Diese metallische 
Schicht 6 dient als KathodenanschluB der Halbleiterdioden. 
Die so ausgebildete Halbleiterscheibe 1 wird in den Elektro- 
lyten einer Galvanisiervorrichtung getaucht. Dabei wird die 
Kathode 7 der Galvanisiervorrichtung mit der als Kathode 
der Halbleiterdioden dienenden metallischen Schicht 6 ver- 
bunden. Die Anode 8 der Galvanisiervorrichtung wird in dem 
Elektrolyten in die Nahe der Anodenkontakte 5 der Halb- 
leiterscheibe gebracht (Pig. 1). Der Strom flieJit dann in 
DurchlaBrichtung durch die Halbleiterscheibe iiber die 
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einzelnen pn-tJbergange bzw. Schottky-Kontakte • Daher 
schlagt sich das Metall wahrend der Elektrolyse nur an 
den Anodenkontakten 5 nieder und blldet die metallische 
Verstarkung 9- 

Nach dem Galvanikprozefb wird die Halbleiterscheibe durch 
Sagen^ Ritzen und Brechen in die einzelnen Halbleiterdioden 
geteilt. 
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Verfahren zur Herstellung von Halbleiterdioden 
Zus aimrienfassun^ 

Es wird ein Verfahren zur galvanischen Verstarkung der 
Anodenkontakte von Halbleiterdioden^ insbesondere Schottky- 
Dioden, vorgeschlagen, Dabei ist auf einer Halblelterscheibe 3 
die auf ihrer Unterseite eine als Kathode nans chlufi der Halb- 
leiterdioden dienende durchgehende metallische Schicht auf- 
weist, eine Vielzahl von Halbleiterdioden angeordnet. FUr 
den Galvanikprozeii wird der Kathodenanschlufi der Halb- 
leiterscheibe mit der Kathode der Galvanisiervorrichtung 
verbunden und die Anode der Galvanisiervorrichtung wird in 
der Nahe der Anode nkontakte der Halbleiterscheibe angeordnet. 
Der Strom fliefit dann in Durchlaiirichtung durch die pn- 
Ubergange bzvr. die Schottky-Kontakte der Halbleiterdioden. 
Wahrend des Galvanikprozesses wird das Metall nur an den 
metallischen Anodenkontakten abgeschieden, so dsS dort 
eine Verstarkung auftritt, 
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